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Estructura Simplificada del JFET
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Operación del JFET (vGS = 0 , vDS = 0)
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Operación del JFET (0 > vGS > VP , vDS = 0)

Vto = VP

Voltaje de
estrangulamiento
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Operación del JFET (vGS < VP , vDS = 0)

Vto = VP

Voltaje de
estrangulamiento
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Operación del JFET (vGS = 0, 0 < vDS < | VP |)

Vto = VP

Voltaje de
estrangulamiento
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Operación del JFET (vGS = 0, vDS > | VP |)

Vto = VP

Voltaje de
estrangulamiento
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iDS VS vDS cuando vGS = 0
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Curvas de Salida de un JFET Canal N

vDS > vGS − VP

vGS − VP

(Vto = VP )  
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Análisis de la Operación del JFET
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Unión P-N Polarizada Inversamente (repaso)
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Análisis de la Operación del JFET (cont.)
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Análisis de la Operación del JFET (cont.)
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Análisis de la Operación del JFET (cont.)
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Análisis de la Operación del JFET (cont.)
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Como IDSS = IDS cuando vGS = 0
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Análisis de la Operación del JFET (cont.)
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Análisis de la Operación del JFET (cont.)
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Curva de Transconductancia de un JFET Canal N

(IDSS = 18mA, VP = −3V)
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Estructura Física del E-MOSFET

m10m1 µµ ≤≤ L
m500m2 µµ ≤≤W

m1.0)SiO( 2 µ≈H
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Estructura Física del E-MOSFET (cont.)
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Operación del E-MOSFET (vGS > Vt , vDS = 0)
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Op. del E-MOSFET (vGS > Vt , vDS pequeño)
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Op. del E-MOSFET (vGS > Vt , vDS grande)
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Operación del E-MOSFET (vGS > Vt )
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Curvas Características del E-MOSFET
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Ecuaciones del E-MOSFET
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Curva de Transconductancia del E-MOSFET
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Región Óhmica del E-MOSFET
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Modulación de la Longitud del Canal
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Símbolos de FETs

! E-MOSFET
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! JFET
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Modelo del FET para Señal Grande
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Modelo del FET para Señal Grande (cont.)
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λ: factor de modulación de la longitud del canal
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Modelo del FET para Señal Pequeña
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Modelo del FET para Señal Pequeña (cont.)
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